
.Aus dem chemischen Wachstum …
… resultierende Midgap-Zust�nde von Silicium-Nanodr�hten sind der Hauptgrund f�r
niedrige Solarenergieumwandlungseffizienzen. In ihrer Zuschrift auf S. 2382 ff. ver-
gleichen D. Wang et al. sowohl durch stromloses �tzen als auch durch chemisches
Wachstum erhaltene Silicium-Nanodr�hte von gleicher Gr�ße, gleichem Dotierungs-
niveau und gleicher Kristallinit�t anhand elektrochemischer Methoden.
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